ACAPULCO GUERRERO 2009 LII CONGRESO NACIONAL SMF / XXII REUNION ANUAL AMO

Analisis de la presencia de boro en peliculas de a-Si:H, por
espectroscopia infrarroja.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta el deposito de peliculas de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) realizado mediante Depdsito
Quimico en Fase Vapor asistida por Plasma (PECVD). El a-Si:H se ha utilizado en la fabricacion de diversos
dispositivos optoelectronicos. El deposito de estas peliculas se realizdo a 270 °C, sobre sustratos de silicio cristalino,
manteniéndose constantes los parametros de deposito (presion, potencia, frecuencia y razon de flujo del silano) variando
unicamente el contenido de diborano a razén de 500, 250, 150 y 50 sccm. Por la técnica de espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR) en la modalidad de reflectancia especular, se observaron los modos de vibracion
asociados a los enlaces Si-Si, B-O, Si-O y Si-H, los cuales muestran una variacion en intensidad con el contenido de
hidrogeno y de Boro, que a su vez estan relacionados con las propiedades estructurales y eléctricas respectivamente.
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